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BP286     7     FJN

产品系列名称 封装类型 典型Rdson
 

管装 

50 颗/管 
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1 GND 芯片地 

2 ROVP OVP 设置引脚 

3 NC 无连接 

4 HV 芯片高压供电端 

5,6 DRAIN 内部高压功率管漏极 

7 CS 电流采样端，采样电阻接在 CS 和 GND 端之间 

XXXXXXY: lot code  

WXXX: 标示 

YY：周号 



 

 

HV 500V 芯片高压供电接口 -0.3~500 V 

DRAIN 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 -0.3~500 V 

ROVP OVP 设置引脚电压限值 -0.3~8 V 

CS 电流采样端 -0.3~8 V 

IDMAX 漏极最大电流 @ TJ=100℃ 
F 

mA 
1000 

PDMAX 功耗(注 2) 0.9 W 

θJA PN结到环境的热阻 80 ℃/W 

TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ 

TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 

 

ILED max  

最大输出电流 

FJN 
mA 

500 

POUTmax 

最大输出功率 

FJN 
W 

43W 

ILED max  

最大输出电流 

FJN 
mA 

450 

POUTmax 

最大输出功率 

FJN 
W 

37W 

  

VLED min 最小负载电压 
FJN 

V 
>15 

 

  



 

ICC 芯片工作电流 FOP=4kHz 175 200 280 μA 

 

VCS_TH 电流检测阈值  360 373 386 mV 

TLEB 前沿消隐时间   500  ns 

TDELAY 芯片关断延迟   200  ns 

 

VEN ROVP 引脚开机阈值   0.3  V 

IOVP OVP 引脚电流   35  μA 

 

TOFF_MIN 最小退磁时间   1.3  μs 

TOFF_MAX 最大退磁时间   420  μs 

TON_MAX 最大开通时间   40  μs 

TOVP_RST OVP 重启时间   10  ms 

 

BVDSS 功率管的击穿电压 VGS=0V/IDS=250uA 500   V 

IDSS 功率管漏电流 VGS=0V/VDS=500V    1 μA 

FJN RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=10V/IDS=0.1A  3  Ω 

 

TREG 过热调节温度 IC Surface  140  ℃ 
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